Yuzey Analiz Laboratuvari

(YAL)

Ylizey analiz laboratuvarinda malzemelerin ylzey ve
arayuzlerinin kimyasal, elementel ve molekiiler bilesenlerinin
belirlenmesi icin ylzey analizi yapilmaktadir. Kullanilan
teknige gore olcimlenen ylizey sadece atomlarin st tek
tabakasi (gercek ylizey olarak tanimlanan) olabilirken ayni
zamanda ylizeyden itibaren birka¢ mikron derinlige kadar da
genisletilebilir. Malzemeyi iyonlar veya X-isini ile ultra yiksek
vakumlarda bombardiman ederek malzemenin iceriginin
kimyasal ve elemental bilesenleri belirlenir, impdrite ¢alisma-
lari yapilir, kimyasal bag yapisi hakkinda bilgi edinilir,
malzemelerin katmanlarindaki katkilandirilmasi, elemental,
molekiler dagiliminin belirlenmesi ve katman gegislerinin
gozlemlenmesi icin derinlik profili analizi gergeklestirilir.

Laboratuvarda; vyar iletkenlerden polimerlere, mikro-
elektroniklerden giines pillerine genis uygulama alanlarinda
analizler yapilmaktadir. Bu analizler i¢in birbirini tamamlayan
tekniklerde iki farkh cihaz bulunmaktadir. Bunlar X-isini foto-
elektron spektroskopisi (X-ray photoelectron spectroscopy,
XPS) ve Ucgus Zamanl ikincil iyon kitle spektroskopisidir
(Time of Flight Secondary lon Mass Spectroscopy, ToF-SIMS).
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TEMEL PRENSIPLER :

X-Isini  Fotoelektron Spektroskopisi (XPS): X-lsini foto-
elektron Spektroskopisi veya kimyasal analiz igin elektron
spektroskopisi (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis,
ESCA) kati malzemelerin ylzeyleri hakkinda kimyasal bilgi
elde etmek icin kullanilan gelismis bir ylzey analiz teknigidir.
Metot, ornekleri uyaran bir x-15sin demeti kullanarak foto-
elektronlarin sagilmasini saglar.

XPS tayfi elementin kimyasal cevresi ve yiikseltgenme duru-
mu hakkinda bilgi verir. Farkli kimyasal gevrelerle iliskili
atomlar, kimyasal kayma olarak adlandirlan distk farklilikta
baglanma enerjisine sahip enerji pikleri Gretirler. Enerjisi
birbirine yakin olan ayri kimyasal durumlar, her bir durumun
icerigini ylzde olarak veren pik saptama programlari
kullanilarak birbirinden ayrilir.

XPS spektrometre 6rnek ylzeyinde ve alt tabakalarinda der-
inlik analizine imkan saglayan argon iyon tabancasina sa-
hiptir. Ayrica PHI firmasinin patentine sahip oldugu cift
kaynakh yik nétrilizasyonu sayesinde 6rnekten 6rnege ayar
yapma ve yalitkan malzemelerin maskelenmesi gereksinimi
de bulunmamaktadir. X 1sint demeti 10 um ile 200 um
arasinda odaklanabilmektedir.

iyon tabancasi rutin ince film analizlerinde 500 eV ile 5 keV
araliginda yiksek tabaka kaldirma, asindirma oranlan ile
kullanilabilmektedir.

Aci Bagimli Analiz (ADXPS)

Ozel olarak tasarlanmis agi bagimh drnek tutucu ile birlikte
atomatik ag1 bagimli élcimler yapilabilmektedir agi araligi 0°
-90° arasinda (photoelectron take-off angle) degisebilmekte-
dir.

PHI VersaProbe motorize bes eksenli 6rnek yikleme haznesi
ile 25 mm ve 60 mm capinda 6rnek tutuculara sahiptirg

Ayrica 7 mm kalinliga sahip 6rnekler analiz icin kabul edile-
bilmektedir.

Uygulamalar

® Malzemelerin (Ornek: Polimer, cam) yiizeyindeki ele-
ment iceriklerinin (H ve He disinda) belirlenmesi.

® Elementlerin kimyasal durumlarinin belirlenmesi.
® Derinlik profili
® Kimyasal durum bilgisi

® Aci bagimli 6lglim
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Ugus Zamanli ikincil iyon Kiitle Spektroskopisi (ToF-SIMS):

ikincil iyon kiitle spectroskopisi (secondary ion mass spec-
troscopy, SIMS), numuneleri birka¢ keV enerjili odaklanmig
birincil iyon 1sin1 ile puskirtilip, numunelerin yiizeyinden
yayilan ikincil iyonlari analiz ederek kati yizeyler hakkinda
elementel ve molekiler bilgi elde edinilmesini saglayan ¢ok
hassas yizey analitik teknigidir. Yiizeyden yayilan ikincil iyon-
lar ugus zamanl kitle spektrometresiyle analiz edilir.

Yiksek vakum ortaminda galisan ikincil iyon kiitle spectros-
kopisi (secondary ion mass spectroscopy, SIMS), katilarda
birka¢ mikrometre derinlige kadar olan element, izotop ve
molekillerin analiz edilmesinde kullanilir. Bu teknikte, iyon
kaynaklarindan elde edilen birkag kilo elektrovolt enerjili
oksijen (O) veya sezyum (Cs) iyonlari uygun voltaj altinda
hizlandirilarak, arastirilacak ornek yuzeyine puskurtilmek
Uzere odaklanmis bir iyon demeti olustururlar. Bu birincil
iyon demetinin 6rnek ylzeyine c¢arpmasiyla ylzeyden
sigratilan ikincil iyonlar, kitlelerine dolayisiyla detektére varis
surelerine gore (agir katleliler daha yavas yol alirlar) ToF-
SIMS’de analiz edilirler.
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Asagida tanimlanan degisik analiz tipleri uygulanabilir. Bu
analizlerde ¢ok disik birincil iyon yogunlugu kullanilarak en
dis tek katmanlar hakkinda ayrintili elementel ve molekiiler
bilgi elde edilir.

e  Yiksek hassasiyet-ppm/ppb- (milyonda bir/milyarda bir)
araliginda

e Yiksek kiitle araligi ve ¢ozinurlGga

Yiizey Goriintiileme

iyi odaklanmis iyon isiniyla (elektron mikroprobuyla) yiizeyi
tarayarak kiitle ¢6ztinimlu ikincil iyon goruntileri (kimyasal
harita) elde edilebilir.

Yiiksek lateral ¢oznirlik (<60 nm)

Hizli gorintl belirleme (50 kHz piksel frekansina kadar)

Derinlik profili

ikili 151N modunda c¢alisir, birinci 1sin oyuk plskirtimi
yaparken, ikincil 1sin oyuk dibini analiz eder.

Derinlik ¢o6zinirligi - 1 nm’den daha iyi
Yiiksek kitle ¢ozUnurlGgu
Puskurtim hizi 10 um/saat’a kadar

Yalitkan malzemeler i¢in idealdir.

3-Boyutlu Analiz

Spektral, goruntileme ve derinlik bilgilerini
Asagidaki uygulamalarda kullanilir:

birlestirir.

Uretilmis yapilar; TFT ekranlar...

Kusur analizleri; gbmla pargaciklar...

Malzeme bilimi; tane siniri, diftizyon...

Laboratuvar e-posta: mlabyal @metu.edu.tr
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